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In un corpo di materiale semiconduttore (1, 2), una regione di campo (3) separa una Pnma (7) ed 
una seconda area attiva (6). Una regione di pozzo (55) e formata neUa pnma area attiva (7) una 
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della superficie ed alloggia una pluralita di contatti metallic! (38) cbe si estendono fino alia regione d 
pozzo (55), alia regione di sorgente (50, 54) e alia regione di contatto di body (61). La regione o» 
contattc di body (61) e autoallineata ad un rispettivo contatto (38). 
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DESCRIZIONE 
del brevetto per invenzione industriale 
di STMICROELECTRONICS S.R.L. 
di nazionalita italiana, 
5 con sede a 20041 AGRATE BRIAN ZA (MIIANO) - VIA C. OLIVETTI, 2 
Inventor i: DI FRANCO Antonio, BRENNA Exnanuele 

14GBU0Q3 ****** ***"W 20 03 A 000013 

La presente invenzione si riferisce ad un 
dispositivo DMOS di dimensioni ridotte ed il relativo 

10 procedimento di f abbricazione . In particolare, 
1* invenzione si riferisce ad un transistore DMOS in 
tecnologia BCD in grado di operare a tensioni superiori 
a 16 V. J: 
Come e noto, la tecnologia di potenza BCD (Bipolar 

15 CMOS e DMOS) consente 1 1 integrazione di strutture di 
diverso tipo in uno stesso chip. Tale tecnologia ha 
avuto ampia applicazione, grazie alia capacita di 
integrare transistor i di circuiteria definenti una 
parte intelligente con componenti di potenza. 

2 0 Di conseguenza, tenendo conto delle continue 

richieste di miniaturizzazione, e desiderabile 
modificare il flusso di processo attuale alio scopo di 
ridurre le dimensioni dei dispositivi realizzati, e in 
specif ico modo dei transistori DMOS. 

25 In particolare, e desiderabile ridurre la 
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dimensione fra il contatto di sorgente e la regione di 
porta dei transistor i DMOS, senza provocare al contempo 
criticita nelle prestazioni dei dispositivi o del 
processo di f abbricazione . 

D'altra parte, una semplice riduzione delle 
dimensioni e delle distanze fra le varie parti senza 
modificare il layout del dispositivo comporterebbe il 
rischio di error i nel posizionamento delle varie 
regioni o di sovrapposizione delle stesse a causa delle 
tolleranze di f abbricazione, e quindi di 

malf unzionamento del dispositivo. 

Scopo della presente invenzione e risolvere i 
problem! sopra indicati. 

Secondo la presente invenzione vengono realizzati 
un dispositivo DMOS e il relativo procedimento di 
f abbricazione, come definiti nella rivendicazione 1 e, 
r ispettivamente , 6 . 

In pratica, secondo un aspetto dell • invenzione, le 
regioni arricchite di contatto, necessarie per 
contattare la regione di body formata nell'area attiva 
di sorgente, vengono formate dopo aver aperto i 
contatti, in modo autoallineato ai contatti stessi 
(impianto di presa di body autoallineato) . In tal modo, 
l'impianto di presa di body viene effettuato solo dove 
necessario per ottenere il contatto con la regione di 



body; di conseguenza si guadagna in tolleranza ed e 
possibile ridurre la distanza fra il contatto di body e 
la regione di porta e quindi la dimensione dell' area 
attiva di sorgente senza comportare criticita. 

Per una migliore comprensione dell 1 invenzione , ne 
vengono ora descritte forme di realizzazione, a puro 
titolo di esempio non limitativo e con riferimento ai 
disegni allegati, nei quali: 

- la figura 1 illustra una maschera utilizzata in 
una prima fase di f abbricazione di un dispositivo DMOS 
noto ; 

- la figura 2 mostra una sezione trasversale 
attraverso una porzione di una fetta, presa lungo la 
linea di sezione II-II di figura 1, dopo 
1 ' ef f ettuazione della fase utilizzante la maschera di 
figura 1; 

- le figure 3 e 4 mostrano una maschera utilizzata 
in una fase di f abbricazione successiva a quella di 
figura 1 e la relativa sezione trasversale, presa in un 
piano analogo a quello di figura 2; 

- la figura 5 mostra una sezione trasversale 
ottenuta in una successiva fase di f abbricazione ; 

- le figure 6 e 7 mostrano una maschera utilizzata 
in una fase di f abbricazione successiva a quella di 
figura 5 e la relativa sezione trasversale; 



- le figure 8 e 9 mostrano una maschera utilizzata 
in una fase di f abbricazione successiva a quella di 
figura 6 e la relativa sezione trasversale; 

- la figura 10 mostra una sezione longitudinale di 
5 una porzione della fetta, presa lungo la linea di 

sezione X-X di figura 9; 

- le figure 11-13 mostrano una maschera utilizzata 
in una fase di f abbricazione successiva a quella di 
figura 8 e le relative sezioni trasversali; 

10 - le figure 14 e 15 mostrano una maschera 

utilizzata in una fase di f abbricazione finale e la 
relativa sezione trasversale di un dispositivo DMOS 
note ; 

- la figura 16 mostra maschere utilizzate secondo 
15 una prima forma di realizzazione dell » invenzione ; 

- la figura 17 mostra una sezione trasversale 
presa lungo la linea di sezione XVII-XVII di figura 16; 

- la figura 18 mostra una maschera utilizzata in 
una fase di f abbricazione successiva; 

20 - le figure 19 e 20 mostrano due sezioni 

trasversali prese lungo i piani di sezione XIX-XIX e 
XX-XX di figura 18; 

- la figura 21 mostra una maschera utilizzata in 
una fase di f abbricazione successiva; 

25 - la figura 2 2 mostra una sezione trasver 




presa lungo il piano di sezione XXII-XXII di figura 21; 

- la figura 2 3 mostra una sezione trasversale 
analoga a quella di figura 19, presa in una fase di 
f abbricazione successiva; 

- la figura 24 mostra una maschera utilizzata in 
una fase di f abbricazione successiva; 

- la figura 25 mostra una sezione trasversale 
presa lungo il piano di sezione XXV-XXV, analoga a 
quella di figura 23; 

- la figura 2 6 mostra una sezione trasversale 
analoga a quella di figura 25, in una fase di 
f abbricazione successiva; 

- la figura 27 mostra una sezione trasversale 
analoga a quella di figura 20, in una fase di 
f abbr icaz ione successiva ; 

- la figura 28 mostra una maschera utilizzata in 
un procedimento di f abbricazione alternativo a quello 
di figura 16; e 

- la figura 29 mostra una sezione trasversale 
presa lungo il piano di sezione XXIX-XXIX. 

Inizialmente, verra descritto un procedimento 
noto, per evidenziarne le criticita e permettere di 
rilevare le differenze rispetto all 1 invenzione . 

Come mostrato nelle figure 1 e 2, inizialmente, in 
una fetta 1 di materiale semiconduttore comprendente un 
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substrato 4 di drogaggio standard, alloggiante almeno 
una sacca ("well") 2, qui di tipo N, ed una super ficie 
8 viene realizzata una maschera di area attiva, 
indicata con 5 ed avente lo scopo di proteggere le zone 
del substrato in cui devono essere realizzate le 
regioni conduttive formanti i dispositivi da integrare 
(qui un transistore DMOS) • Nell 1 esempio considerato, in 
cui il dispositive DMOS deve sostenere tensioni 
superiori a 16 V, le regioni di pozzo e sorgente del 
transistore DMOS devono essere formate in aree attive 
separate; di conseguenza, la maschera di area attiva 5 
presenta una regione centrale 5a di dimensione 
maggiore, per la definizione di un 1 area attiva di 
sorgente ("source") , e due regioni laterali 5b di 
dimensioni minori, formate sui due lati della regione 
centrale 5a, per la definizione delle aree attive di 
pozzo ("drain"). In figura 1, cosl come nelle figure 
successive, le zone ricoperte dalla maschera sono 
tratteggiate . 

II processo per la definizione delle aree attive e 
standard e quindi non mostrato in dettaglio; al 
termine, come visibile in figura 2, una regione di 
ossido di campo 3 si estende sulla superficie (e in 
parte all'interno) della fetta 1, delimitando su tutti 
i lati un'area attiva di sorgente 6 e due aree attive 



di pozzo 7. Come si nota in particolare in figura 1, le 
aree attive di sorgente 6 e di pozzo 7 sono di forma 
rettangolare e le due aree attive di pozzo 7 si 
estendono ciascuna a fianco di un rispettivo lato lungo 
dell' area attiva di sorgente 6. 

In modo non mostrato, viene deposto uno strato di 
ossido di porta; quindi uno strato di polisilicio viene 
deposto e definito utilizzando una maschera di poly 10, 
come mostrato nelle figure 3, 4. Dopo la rimozione 
delle porzioni scoperte, si forma una regione di porta 
("gate") 11 avente la stessa forma della maschera di 
poly 10 di figura 3 e quindi estendentesi lungo il 
perimetro deli' area di sorgente 6 e in parte al. di 
sopra dell 1 ossido di campo 3, quindi sostanzialmente 
lungo il perimetro di un rettangolo. 

In seguito, viene deposta una maschera di body, 
non mostrata, avente un 1 apertura coincidente 
sostanzialmente con 1 1 area attiva di sorgente 6 e, 
utilizzando tale maschera, viene impiantata una regione 
di body 12, di tipo P. Al termine dell 1 impianto , si 
ottiene la struttura di figura 5, in cui la regione di 
body e indicata con 15. 

Successivamente, figura 6, dopo operazioni di 
ossidazione non descritte in dettaglio, viene deposta 
una maschera ldd (low doped drain). 16 che espone la 



regione di body 15 ad eccezione di una o piti isole 17 e 
due zone di estremita longitudinali 18 in cui dovranno 
essere realizzati contatti di body. Utilizzando la 
maschera ldd 16 viene effettuato un impianto ldd, qui 
di tipo N, per cui all'interno della regione di body 15 
si forma una regione ldd 19 che circonda una o piu 
porzioni centrali non impiantate 20, in cui la regione 
di body 15 affiora alia superficie 8 della fetta 1. 

Quindi, figure 8-10, in modo di per se noto, 
vengono realizzati spaziatori 24 ai lati della regione 
di porta 11 (figura 9) e viene deposta una maschera S/D 
25 che, all'interno dell 'area attiva di sorgente 6, ha 
forma simile a quella della maschera ldd 16, con isole 
17a e zone di estremita longitudinali 18a. 
Successivamente, utilizzando la maschera S/D 25, 
vengono impiantate specie droganti di tipo N che, nelle 
aree attive di pozzo 7, formano regioni di pozzo 26 di 
tipo N+, e, nell'area attiva di sorgente 6, formano una 
regione di sorgente 27 di forma rettangolare, piu 
stretta della regione ldd 19 a causa degli spaziatori 
24. Di conseguenza, la regione di sorgente 27 e 
circondata sui due lati lunghi da una porzione ldd 
periferica 19 e circonda la o le porzioni centrali non 
impiantate 20 dove affiora la regione di body 15. Si 
ottiene quindi la struttura delle figure 9, 10, 



- 9 - 



mostranti due sezioni trasversali fra loro 
perpendicolari , evidenzianti una porzione centrale non 
impiantata 20 e le due regioni di estremita 21 in cui 
la regione di body 15 si affaccia alia superficie della 
5 fetta l. 

In seguito, figure 11-13 , viene realizzata una 
maschera contatti body 30 che copre completamente le 
aree attive di pozzo 7 e buona parte dell' area attiva 
di sorgente 6, a meno di porzioni dove devono essere 

10 realizzate regioni di contatto con la regione di body 
15. A tale scopo, al di sopra dell' area attiva di 
sorgente 6, la maschera contatti body 30 ha forma 
sostanz ialmente complementare a quella della maschera 
S/D 25, a meno di tolleranze. Dove erano prima presenti 

15 la porzione centrale non impiantata 20 e le regioni di 
estremita 21 si formano cosi regioni di contatto di 
body 31, di tipo P+. 

In seguito, la fetta 1 viene ricoperta con uno 
strato isolante 3 5 (figura 15) e vengono aperti i 

2 0 contatti, utilizzando una maschera contatti 3 6 (figura 
14) . In particolare, nello strato isolante 35 vengono 
formate aperture 3 7a che raggiungono le regioni di 
pozzo 26 nelle aree attive di pozzo 7 , aperture 37b, 
37c che raggiungono la regione di sorgente 27 e le 

2 5 regioni di contatto 31 nell'area attiva di sorgente 6, 
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e aperture 3 7d, che raggiungono le regioni di porta 11 
(figura 14) • Le aperture 37a-37c vengono quindi 
riempite con materiale metallico, in modo da formare 
contatti 38, in modo di per se noto. 

Se si vogliono ridurre le dimensioni del 
transistore DMOS di figura 15 , e lasciare inalterate le 
proporzioni, e possibile agire sulle dimensioni dei 
contatti 37, sulla larghezza delle aree attive di pozzo 
7 e sulla distanza fra i contatti 38 e la regione di 
porta 11. 

Come si nota in particolare dalla sezione 
trasversale di figura 15, quest 'ultimo parametro 
(distanza contatti/porta) e piuttosto critico; infatti 
un eventuale disallineamento e/o una variazione 
dimensionale della maschera S/D 25 potrebbero impedire 
di realizzare in modo corretto la regione di sorgente 
27 nella zona compresa fra la regione di contatto di 
body 31 e la regione di porta, tenendo conto del fatto 
che quando viene realizzata la maschera S/D 25 sono gia 
presenti gli spaziatori 24. In particolare, si faccia 
riferimento alia figura 9, un disallineamento della 
maschera S/D 25, ad esempio il suo spostamento verso 
destra, nel caso di riduzione della distanza sopra 
indicata, comporterebbe il rischio di non riuscire a 
fare un corretto impianto della porzione della regione 
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di sorgente 27 formata a destra del contatto 38. Questo 
e tanto piO grave in considerazione del fatto che la 
zona non impiantata N verrebbe sicuramente impiantata 
di tipo P+, dato che la maschera contatti body 3 0 
(figura 12) presenta un'apertura piu larga dell'isola 
25, con rischio di strozzatura del transistore DMOS in 
questa zona. 

Per risolvere il problema sopra indicato, secondo 
un aspetto dell • invenzione, si propone di effettuare 
I'impianto dei contatti di body dopo avere aperto i 
contatti. In questo modo I'impianto P+ viene effettuato 
solo dove necessario, consentendo un guadagno in 
tolleranza e quindi una riduzione della distanza 
contatto/ body . In particolare, e possibile ridurre le 
dimensioni dell' area attiva di sorgente, senza 
comportare cr iticita . 

Qui di seguito, verranno descritte in dettaglio le 
variazioni nel flusso di processo, rispetto al processo 
noto sopra descritto, secondo due forme di 
realizzazione dell 1 invenzione. Di conseguenza, nelle 
figure 16-29, le maschere e le regioni che non sono 
modificate sostanzialmente rispetto al dispositivo noto 
sono state indicate con gli stessi numeri di 
rif erimento. 

II processo inizia con le fasi descritte con 



riferimento alle figure 1-4, e quindi con la 
definizione delle aree attive 6, 7, la deposizione 
dell'ossido di porta, la forroazione delle regioni di 
porta 11 e la realizzazione della regione di body 15. 
5 Quindi, utilizzando una maschera ldd 45 mostrata in 
figura 16, viene effettuato l'impianto ldd, qui di tipo 
N. In pratica, per quanto riguarda la maggior parte 
dell 'area attiva di sorgente 6, l'impianto e "blanket", 
non schermato. L'impianto forma quindi, nell'area 
10 attiva di sorgente 6, una regione ldd di sorgente 50 a 
forma di sacca che si estende per quasi tutta la 
lunghezza dell' area attiva di sorgente 6, ad eccezione 
di porzioni di estremita longitudinali , come mostrato 
nella sezione di figura 17. 
15 m seguito, figure 18-20, vengono realizzati gli 

spaziatori 24; viene deposta una maschera S/D 52 e 
viene effettuato l'impianto di sorgente/pozzo di tipo 
N. La maschera S/D 52 espone completamente le aree 
attive di pozzo 7 e, sopra 1 ' area attiva di sorgente 6, 
20 copre le estremita longitudinali dell' area attiva di 
sorgente 6; inoltre, in una zona intermedia dell 'area 
attiva di sorgente 6, presenta isole 53 che si 
estendono in larghezza (perpendicolarmente alia 
direzione longitudinale dell 'area attiva di sorgente 
25 6). Come visibile in particolare dalla figura 19, le 
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isole 53 si estendono fin sopra i due lati opposti 
della regione di porta di modo che, nella sezione di 
figura 19, non vi e impianto S/D di droganti N e nella 
zona e presente solo 1' impianto leggero ldd (porzione 
trasversale ldd di sorgente 50'); viceversa a monte e a 
valle di ciascuna isola 53, muovendosi in direzione 
longitudinale (come mostrato in figura 20) si ha 
impianto N e formazione di regioni di sorgente 54. Sui 
lati delle regioni di sorgente 54, rimangono tratti 
longitudinali 50". In pratica, le regioni di sorgente 
54 sono separate reciprocamente in direzione 



-J,: 
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longitudinale e collegate elettricamente attraverso le | 
regioni ldd di sorgente 50' rimanenti in corrispondenza 
delle isole 53. Nelle aree attive di pozzo 7 si formano J. 
15 inoltre regioni di pozzo 55, qui di tipo N+. ( 
Successivamente viene deposta una prima maschera 
contatti body 58 che scopre solo le estremita 
longitudinali della regione di body 15 e viene 
effettuato un impianto P+, come mostrato nelle figure 
20 21, 22. Si formano quindi regioni di contatto di 
estremita 59, di tipo P, come visibile dalla figura 22, 
che mostra anche in parte la successione di regioni 50* 
e 54 in direzione longitudinale. 

In seguito, figura 23, la fetta 1 viene ricoperta 
25 con uno strato isolante 35 e vengono aperti i contatti, 
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analogamente al dispositivo noto, formando aperture 37a 
per le regioni di pozzo 26, aperture 37b per le regioni 
di sorgente 27, aperture 37c per le regioni di contatto 
di body, e aperture 37d per le regioni di porta 11 (di 
cui solo le aperture 37a e 37c sono visibili in figura 
23) . 

Quindi, figure 24 e 25, viene deposta una seconda 
maschera contatti body 60 e viene effettuato un 
impianto P+, chiamato a contatti aperti. 

Pref eribilmente, 1' impianto P+ prevede una prima fase, 
di impianto profondo, tale da garantire il 
raggiungimento della regione di body 15 attraverso le 
porzioni trasversali 50* , ad esempio con B 11 , energia 
di circa 35 KeV e dose 5*10 13 , ed una seconda fase di 
impianto piu superf iciale , ad esempio con BF 2 / energia 
di circa 40 KeV e dose 5*10 14 . Si formano cosi regioni 
di contatto di body 61. 

Infine, le aperture 37a-37d vengono riempite con 
mater iale metallico, in modo da formare i contatti 38, 
come mostrato nelle sezioni delle figure 26, 27, prese 
lungo due piani fra loro paralleli. 

In pratica, al termine, la regione di sorgente piu 
drogata 54 e formata da una serie di porzioni (qui tre) 
fra loro separate e la regione ldd di sorgente e 
formata da due tratti periferici 50" e da due porzioni 
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trasversali 50 1 . I tratti periferici 50" della regione 
ldd di sorgente 50 (la cui sezione e visibile in figura 
27) si estendono parallelamente alia direzione 
longitudinale delle aree attive 6, 7 e sono affacciati 
ciascuno ad una rispettiva regione di pozzo 55. Le 
porzioni trasversali 50' (di cui una visibile in figura 
26) separano f isicamente e collegano elettricamente le 
seconde regioni impiantate 54 , e sono interrotte 
centralmente dalle regioni di contatto di body 61. 

Secondo una variante del processo appena 
descritto, I'impianto ldd viene effettuato utilizzando 
una maschera che, nella zona dell 1 area attiva di 
sorgente 6, copre le porzioni della regione di body 15 
in cui devono in seguito essere realizzati i contatti 
di body 61. In pratica, come mostrato in figura 28, la 
maschera ldd, indicata con 45', presenta isole 64 piu 
strette delle isole 53 della maschera S/D 52 di figura 
18, per permettere l'impianto ldd su tutti i lati delle 
regioni di contatto di body. In tal modo, come visibile 
nella sezione di figura 29, al di sotto delle isole 64 
rimangono porzioni centrali non impiantate 65 di tipo 
P, in cui la regione di body 15 affiora alia superficie 
della fetta 1. In questo caso, il successivo impianto 
P+ pud essere effettuato in una sola fase, ad esempio 
con BF 2 , energia di circa 40 KeV e dose 1*10 14 , dato 
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che non e pill necessario attraversare la regione ldd 
50". 

Questa variante in pratica consente di effettuare 
un solo impianto delle regioni di contatto di body 61 , 
a fronte di una maggiore criticita legata alia maschera 
ldd 45. 

In entrambi i casi, la realizzazione delle regioni 
di contatto 61 di body a contatti aperti e quindi in 
modo autoallineato ai rispettivi contatti 38 consente 
di ridurre le distanze fra le varie regioni del 
dispositivo, senza introdurre criticita; in 

particolare, e possibile ridurre fino a 0,4 \xm la 
distanza fra i contatti di body 38 e la regione di 
porta 11. Riducendo inoltre le dimensioni dei contatti 
e la distanza fra il bordo dei contatti di pozzo e la 
relativa area attiva di pozzo, e possibile ridurre il 
passo ("pitch") di 'dispositivi DMOS realizzati nella 
tecnologia indicata da 4,1 a 3,3 jam. In pratica, si 
ottiene una riduzione di pitch e di area del DMOS del 
20%. 

Risulta infine evidente che al dispositivo e 
procedimento di f abbricazione descritti possono essere 
apportate modifiche e varianti, senza uscire 
dall'ambito della presente invenzione. In particolare, 
si sottolinea che la conducibilita delle varie regioni 



pud essere opposta a quella indicata, con una sacca di 
tipo P , regione di body di tipo N e regioni di sorgente 
e pozzo di tipo P. 
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RIVENDICAZIONI 
1. Dispositivo DMOS compr endente : 

un corpo di materiale semiconduttore (1, 2) di un 
primo tipo di conducibilita ed un primo livello di 
drogaggio, detto corpo avendo una superf icie (8) ; 

una regione di campo (3) , di materiale isolante, 
estendentesi lungo detta superf icie e separante in 
detto corpo almeno una prima (7) ed una seconda area 
attiva (6) ; 

una prima regione conduttiva (55) di detto primo 
tipo di conducibilita ed un secondo livello di 
drogaggio, maggiore di detto primo livello di 
drogaggio ; formata in detta prima area attiva (7); 

una regione di body (15) di un secondo tipo di 
conducibilita, formata in detta seconda area attiva 
(6); 

una seconda regione conduttiva (50 , 54) di detto 
primo tipo di conducibilita, formata in detta regione 
di body (15) ; 

almeno una regione di contatto di body (61) , di 
detto secondo tipo di conducibilita, formata 
all'interno di detta seconda regione conduttiva (50, 
54) ed estendentesi da detta superf icie fino a detta 
regione di body (15) ; 

uno strato isolante (35) estendentesi al di sopra 
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di detta super ficie ed avente una plural ita di aperture 

di contatto (37a-37c) ; e 

una pluralita di contatti (38) di materiale 

conduttivo, estendentisi in dette aperture di contatto 

f ino a detta prima regione conduttiva (55) , detta 

seconda regione conduttiva (50, 54) e detta regione di 

contatto di body (61) , 

caratterizzato dal fatto che detta regione di 

contatto di body (61) e autoallineata ad un rispettivo 

contatto (38) • 

2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui 

detta seconda regione conduttiva (50, 54) comprende 

aimeno una prima regione impiantata (50) , avente terzo 
livello di drogaggio minore di detto secondo livello di 

drogaggio, e due seconde regioni impiantate (54) , 
aventi un quarto livello di drogaggio maggiore di detto 
terzo livello di drogaggio, detta prima regione 
impiantata (50) comprendendo una porzione per if erica 
(50") contigua a dette seconde regioni impiantate (54) 
aimeno su di un lato rivolto verso detta prima regione 
conduttiva (55) e una porzione trasversale (50') 
estendentesi da detta porzione per if erica, separante 
fisicamente e collegante elettricamente dette seconde 
regioni impiantate (54) , detta porzione trasversale 
(50') alloggiando detta regione di contatto di body 



(61). 

3. Dispositivo secondo la rivendicazione 2, 
comprendente inoltre : 

una terza area attiva (7) separata da detta 
5 seconda area attiva (6) tramite detta regione di campo 
(3); 

una terza regione conduttrice (55) formata in 
detta terza area attiva ed avente detto primo tipo di 
conducibilita e detto secondo livello di drogaggio; 
10 una regione di porta (11) estendentesi 

perif ericamente in parte al di sopra di detta seconda 
area attiva (6) e in parte al di sopra di detta regione 
di campo (3) ed avente un bordo periferico interno; 

una regione spaziatrice (24) estendentesi al di 
15 sopra di detta superficie lungo detto bordo periferico 
interno di detta regione di porta; 

in cui detta porzione perif erica (50") di detta 
prima regione impiantata (50) comprende due tratti 
longitudinali estendentisi al di sotto di detta regione 
20 spaziatrice (24) e detta porzione trasversale (50 1 ) si 
estende fra detti tratti longitudinali di detta 
porzione perif erica. 

4. Dispositivo secondo una qualsiasi delle 
rivendicazioni precedenti, in cui detta regione di 
2 5 contatto di body (61) presenta profondita maggiore di 



detta seconda. regione conduttiva (50, 54) . 

5. Dispositivo secondo una qualsiasi delle 
rivendicazioni precedenti, in cui detta prima regione 
conduttiva (55) e un regione di pozzo e detta seconda 
regione conduttiva (50, 54) e una regione di sorgente. 

6. Dispositivo secondo una qualsiasi delle 
rivendicazioni precedenti, in cui detto primo tipo di 
conducibilita e N e detto secondo tipo di conducibilita 
e P. 

7. Procedimento per la f abbricazione di un 
dispositivo DMOS comprendente : 

predisporre un corpo (1, 2) di mater iale 
semiconduttore (1) avente una superficie (8), un primo 
tipo di conducibilita ed un primo livello di drogaggio; 

formare una regione di campo (3) , di mater iale 
isolante, lungo detta superficie e separante in detto 
corpo almeno una prima (7) ed una seconda (6) area 
attiva; 

formare, in detta prima area attiva (7) , una prima 
regione conduttiva (55) di detto primo tipo di 
conducibilita ed un secondo livello di drogaggio, 
maggiore di detto primo livello di drogaggio; 

formare, in detta seconda area attiva (6) , una 
regione di body (15) di un secondo tipo di 
conducibilita; 



formare,. in detta regione di body, una seconda 
regione conduttiva (50, 54) di detto primo tipo di 
conducibilita; 

formare, all'interno di detta seconda regione 
conduttiva (50, 54), almeno una regione di contatto di 
body (61), di detto second© tipo di conducibilita, 
estendentesi da detta superficie (8) fino a detta 
regione di body (15) ; 

formare, al di sopra di detta superficie (8) , uno 
strato isolante (35) ; 

formare una pluralita di aperture di contatto 
(37a-37c) attraverso detto strato isolante, e 

formare contatti (38) di materiale conduttivo 
all'interno di dette aperture di contatto; 

caratterizzato dal fatto che detta fase di formare 
una regione di contatto di body (61) viene effettuata 
dopo detta fase di formare una pluralita di aperture di 
contatto (37a-37c) e prima di detta fase di formare 
contatti (38) in modo che detta regione di contatto di 
body (61) e autoallineata ad un rispettivo contatto. 

8. Procedimento secondo la rivendicazione 7, in 
cui detta fase di formare una regione di contatto di 
body (61) comprende formare una maschera di contatto di 
body (60) coprente detto strato isolante (35) e dette 
aperture di contatto (37a, 37b) ad eccezione di dove 



deve essere formata detta regione di contatto di body 
(61) ed impiantare agent i droganti determinant i detto 
secondo tipo di conducibilita. 

9. Procedimento secondo la rivendicazione 7 o 8, 
5 comprendente inoltre una fase di introduzione di specie 

ioniche droganti di detto secondo tipo di conducibilita 
in corrispondenza di estremita longitudinali (59) di 
detta regione di body (15) prima di detta fase di 
formare una pluralita di aperture (37a-37c) e detta 

10 fase di formare una pluralita di aperture comprende 3? 

. _> 

formare ulteriori aperture di contatto (37c) sopra ?5 
dette estremita longitudinali (59) di detta regione di 
body (15) e detta fase di formare una regione di 
contatto di body (61) comprende inoltre formare :* : 
15 ulteriori regioni di contatto di body in dette ■ 
estremita longitudinali (59) di detta regione di body 
(15). 

10. Procedimento secondo una qualsiasi delle 
rivendicazioni 7-9, in cui detta fase di formare una 

20 seconda regione conduttiva (50, 54) comprende formare 
una prima regione impiantata (50) avente terzo livello 
di drogaggio minore di detto secondo livello di 
drogaggio, e formare almeno due seconde regioni 
impiantate (54) , aventi quarto livello di drogaggio 

25 maggiore di detto terzo livello di drogaggio, detta 
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fase di formare una prima regione impiantata (50) 
comprendendo la fase di formare una porzione periferica 
(50") contigua a dette prime regioni impiantate (50) 
almeno su di un lato rivolto verso detta prima regione 
conduttiva (55) e una porzione trasversale (50') 
estendentesi da detta porzione periferica, separante 
fisicamente e collegante elettricamente dette prime 
regioni impiantate (54) e alloggiante detta regione di 
contatto di body (61) . 

11. Procedimento secondo la rivendicazione 10, 
comprendente le fasi di: 

prima di detta fase di formare una regione di body 
(15), formare una regione di porta (11) estendentesi in 
parte al di sopra di detta seconda area attiva (6) e in 
parte al di sopra di detta regione di campo (3) ed 
avente un bordo periferico interno; 

dopo detta fase di formare una regione di body 
(15) , impiantare specie droganti di detto primo tipo di 
conducibilita all 1 interno di detta regione di body, per 
formare una sacca (50) di detto primo tipo di 
conducibilita e detto terzo livello di drogaggio; 

formare una regione spaziatrice (24) estendentesi 
lungo detto bordo periferico interno di detta region 
di porta (11) ; 

impiantare specie droganti di detto primo tipo di 



conducibilita selettivamente all'interno di detta sacca 
(50) in modo da delimitare, in detta sacca, detta 
porzione per if erica (50") e detta porzione trasversale 
(50'), e da formare dette seconde regioni impiantate 
(54) , detta porzione per if erica estendendosi al di 
sotto di detta regione spaziatrice. 

12. Procedimento secondo la rivendicazione 11, in 
cui detta fase di formare una sacca (50) comprende 
introdurre specie droganti in modo blanket all'interno 
di detta regione di body (15) e detta fase di formare 
una regione di contatto di body (61) comprende 
impiantare specie droganti di detto secondo tipo di 
conducibilita all'interno di detta porzione 
trasversale . 

13. Procedimento secondo la rivendicazione 11, in 
cui detta fase di formare una sacca (50a) comprende 
introdurre specie droganti all'interno di detta regione 
di body (15) tramite una maschera (45', 64) coprente 
almeno una porzione centrale di detta regione di body, 
in modo che detta sacca (50a) presenta almeno una 
porzione centrale non impiantata (65) , in cui detta 
regione di body (15) affiora fino a detta superficie e 
detta fase di formare una regione di contatto di body 
(61) comprende impiantare specie droganti di detto 
secondo tipo di conducibilita all'interno di detta 



porzione centrale non impiantata (65) . 

14. Procedimento secondo una qualsiasi delle 
rivendicazioni precedenti, in cui detta fase di formare 
una regione di contatto di body (61) comprende una fase 

5 di impianto superficiale ed una fase di impianto 
prof ondo. 

15. Procedimento secondo una qualsiasi delle 
rivendicazioni precedenti, in cui detto primo tipo di 
conducibilita e N e detto secondo tipo di conducibilita 



10 



e P. 




16. Dispositivo DMOS e relativo procedimento di 



f abbr icaz ione , 



sostanz ialmente 



come 



descritti 



con 



riferimento alle figure annesse. 
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